
Information 
KP 304 A 
Herstellerland: UdSSR 

Übersetzung,bearb. 

Foldeffekt-Xleinleistungs-Transistor 

Allgemeines 

Dar Transistor KF 304 A ist ein planarer 3ilizium-Feldeffekttranaistor mit i1aoliertem Gate und in- 

duziertem p-Kanal (Anreicherungstyp). 

Ar ist vorgesehen für den Kinsatz als Schalter und Verstärker in Geräten allgemoiner Anwendung. 

Bauform: ähnlich & 4/20-4a nach TGL 11 811 (größere. Anschlußlänge) bzw. C 22-4 nach TOL 39 546 
(hermetisches Metallgehäuse mit biegsamen Anschlüssen) 

Betriebstemperaturbereich: %,, = -45 °C vis +85 ° 

Hasse: max 1g 

B4ld 17 Bauform KP 304 A 



Grenzwerte (tap = —45 %0 ... +85 °%) 

Gate=Source=3pannung “Gswn:: - V ” 

Gate-Drain-Spannung "'GDMJ: = 30 V Ü 

Drain-Source-Spannung UDS 8 =25 V %” 

Source-Substrat-Spennung Tra O9 - 

Drainstrom Zpmax 30 m 

Drainspitzenstrom Ipmmax: 60 m 2 

Verlustleistung (tp., = =40 ««° Ppnay *” 200 mi 
+55 °%) 

Verlustapitzenleistung Ppiinax 400 mi ® 
(bagy = =45 %0 ... 455 %) 

Sperrschichttemperatur anax 115 °% 

1 Die maximeal zulässige Spannung gilt, wenn das Substrat auf Sourcepotentiel 1iegt. 

2) za 8011 folgende Bedingungen erfüllt werden: % 

Wpg - Vgl - Wpsmax l 

W5g - Vspt - Wesnnx l 

3} Pür den Impulsbetrieb gilt: t. * 10mm, Q ® 10, 
U p # 10 u0 

4) m Temperaturbereich von am = +35 .0 +85 °C sinkt die Verlustleintung linear auf 100 z 

Einsatzhinweiae 

Die Transistoranschllisse können bis zu einem minimalen Abstand- von 3 mm vom Gehäuse gelöütet werden. 

Die Lötdauer beträgt maximal 3 o. Die Gehäusetemperatur des Transiutorn derf dabei 295 ° nicht 
Uberschreiten, 

Während des Lötens sollen alle Anschlüsse kursgeschlossen sein. 

Ner Biegeradius der Anschlüsse darf 1,5 - 2 mm betragen. 

Während der Handhabung und Kontage der Transistoren solllen kaßneahmen zum Schute vor elektrostati- 

scher Aufladung getroffen werden. 

Zlektrische Kennwerte (für %... = 25 °0) 

Kurz- Bin- Meßvedingungen 
zeichen min, Mmax. heit 1, "as Vos f 

z v Y Hs 

Vorwärtesteilheit Yor 4 x aA/v | 10 10 107 

Drein-Source-Kurz- Ta - 0,2 uA -25 o 
schlußstrom DSS } / 

Gate-Source-Rest- 1088 - 20 n o =30 
strom 

Schwellspeannung U -5 - Y 0,01 -10 
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Fortsetzung 

Elektrische Kennwerte (für tamp = 25 %) 

Kurz- Ein- Keßbedingung: 
zeichen 'nin. Max. heit ® U, ® U T 

DS G5 Z 
m, Y Y Hz 

Eingengskapazität | C,,5 $ 9 B o —15 106 

Rückwirkungskapa- 0, « 2 o -15 1€)é 
zität s ä 
Ausgangskapazität c225 - 6 PF o =15 d 1Cl6 

Kanalwiderstand rDS(ON] - 100 Ohm 1 =20 

Die folgenden Kurvendarstellungen sind typische Verläufe und tragen rein informativen Charakter, 
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Bild 2: Pypische Ausgangskennlinien
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Bild 3; Pypische Übertragungskennlinien 
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341d 4: Relative Änderung der Steilheit in Abvbhängigkeit 

a) vom Drain-Strom 

b) von der Drain-Source-Spannung 

c) von der Umgebungstemperatur 

A} -20 
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____.// Bild 5: Relative Änderung des 
D 0 ® E Drain-Source-Kurzschluß- 
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Bild 6: Drain-Source-Kurzschlußstrom in Ab- 
00004 hängigkeit von der Umgebungstem- 
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Bild 8: Relative Änderung des Drain-Source-Durchlaßwiderstandes in Abhängigkeit 

a) vom Drein-Strom 
b) von der Gate-Source-Spannung 

c) von der Umgebungstemperatur 
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u Tranzistory Üast 4 (Trensistoren Teil 4) 
Elorg Moskva, 3, 99 

/ 
(Halbleiterbauelement Tranaistor KP 304 A, Technische Bedingung 365,109) 
Blorg, Moskva 
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Pribory poluprovodnikovye Tranzistor KP 304 A, Techniceskije uslovijea 365.109 
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